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1.はじめに 

エルビウムドープ光ファイバー増幅器の励起用光源

として発振波長 980nm の半導体レーザーが用いられ

ている[1]．この半導体レーザーは，単一横モード動

作とキンクフリー動作を維持したうえで，発振しきい

電流の低下，光出力の向上を同時に満たすことが要求

されている．これらを実現することを目的として，メ

サ両脇の p-クラッド層に横方向位相シフト回折格子を

設けた構造が提案された[2-5]．本研究では，横方向位

相シフト回折格子を設けたリッジ型半導体レーザーに

おいて，メサと横方向回折格子との間の領域の高さ/

深さが，レーザー特性に与える影響について調べたの

で報告する． 

 

2. 構造 

解析したリッジ型半導体レーザーの断面模式図を

Fig. 1に示す．メサ幅 W = 5.0 µm，メサと回折格子の

端との距離は 426 nm，3 次の回折格子のピッチΛ = 

428.7 nm，回折格子の深さ d = 400 nm，メサ両脇のう

ち，片側の回折格子の周期数 N = 40 とした．つまり，

メサ両脇における横方向回折格子の全周期数は 2N = 

80 である．また，メサと横方向回折格子との間の領

域の高さ/深さを h とした．ここで，回折格子の底を y

軸の原点として，鉛直上方を y 軸の正の向きとし，h

をメサと横方向回折格子の間の領域の y座標とする． 

Fig. 1 Schematic cross-sectional view of the structure. 
 

3. レーザー特性 

Fig. 2 に注入電流-光出力特性を示す．パラメータは，

メサと横方向回折格子との間の領域の高さ/深さ hで

ある．いずれの hの値においても，注入電流 I ≤ 3A

の範囲で基本水平横モードだけが発振し，キンクフリ

ー動作が得られた．hが25 nm のとき，最大光出力

1.44 Wが得られた． 

Fig. 2 Light output P for the fundamental transverse modes 
as a function of injected current. 

4. 光利得分布と水平横モードの光強度分布 

Fig. 3 に基本水平横モードと 1 次水平横モードの光

強度分布を示す．横軸は，Fig. 1 における x 軸であり，

横軸の原点はメサ中央とした．なお，Fig. 3 の縦軸の

値は，それぞれのピーク値で規格化されている．Fig. 

3 において，パラメータは h であり，赤色の網かけの

領域は光利得領域，青色の網かけの領域は光損失領域

を示している．Fig. 3 から，基本水平横モードは光利

得領域に存在し，1 次水平横モードは光損失領域に存

在していることがわかる．この結果，1 次水平横モー

ドの発振が抑制され，基本水平横モードだけが発振し

たことで，キンクフリー動作が得られた． 

Fig. 3 Light intensity distributions along the horizontal axis 
on the cross-section. The origin of the horizontal axis is 
placed at the center of the mesa. 

5．まとめ 

横方向回折格子を設けたリッジ型半導体レーザーに

おいて，メサと横方向回折格子との間の領域の高さ/

深さ hの効果について調べた．25 nm ≤ h ≤ 1550 nm

において，注入電流 I ≤ 3A の範囲でキンクフリー動

作が得られ，h = 25 nmで最大光出力が得られた． 
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